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Figura 1: Diagrama de un amplificador de 18 W con transistores MOSFET's
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Componentes:

Ry=Resistencia de 2.2kQ y 1/4 W,

Ry=Resistencia de 27kQ y 1/4W.

Rs y R4= Resistencias variables de 2.2kQ y 1/2W.
Rs=Resistencia de 100.1Q y 1/4W.
Rs=Resistencia de 1kQ y 1/4W.

R; y Rs= Resistencias de 3302 y 1/4 W.
C1=Condensador Electrolitico de 22 pF y 25 V.



Cs=Condensador de Poliéster o Ceramico de 47 pF y 63 V.

C5 & C4= Condensadores Electroliticos de 100 uF y 50 V.
Cs=Condensador Electrolitico de 2200 pF y 50 V.
Q1=Transistor NPN tipo BC550C.

(Qo=Transistor MOSFET de potencia, Canal N, tipo IRF530 o
MTP12N10.

(Q3=Transistor MOSFET de potencia, Canal P, tipo IRF9530 o
MTP12P10.


http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC550C-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/IRF530-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MTP12N10E-D.PDF
http://www.vishay.com/docs/91076/91076.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MTP12P10-D.PDF

